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1.- Introduccion

cQué es un diodo?

Dispositivo electronico de dos terminales fabricado con materiales
semiconductores

Los semiconductores mas utilizados son el Siy el Ge, sobre todo el Si

Anodo

Nt

|

Catodo
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El chaflan el el plastico indica
que pata es el catodo

) Anodo (+)

Catodo
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2.- Polarizacion del diodo

Polarizacion Inversa

Consiste en aplicar una tensidn negativa en el anodo y positiva en el catodo

Zona p Zonan
90060600000
© 6 0:0/® 0 0.00.0

®
®®@®®®.0@.0.
5.0°0.0/@ © 0, 0-0.0

La circulacion de corriente es muy pequena,
despreciable en la mayoria de aplicaciones practicas
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2.- Polarizacion del diodo

A b (MA)

-40 -30  -20 -10 0 > VD (V)
0,1 A

Region de polarizacion inversa
(Vo <0V I,=-L)

Es una corriente negativa (va del catodo al anodo)

” «

“Corriente inversa de saturacion”, “corriente de fugas”

Su valor no depende de la tensidn aplicada y si de la temperatura (su valor
se duplica cada 10 °C)
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2.- Polarizacion del diodo

Polarizacion Directa

Consiste en aplicar una tensién positiva en el anodo y negativa en el catodo
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2.- Polarizacion del diodo

A I, (mA)
14
[3 Superado un determinado nivel de tension
12 “tension umbral o de codo” |a corriente crece
11 ., L, exponencialmente con la tensién
Region de polarizacion
10 directa
9 (V,>0V;1,>0mA) Si s ~07V
8 V,
. Ge »> ~03V
6
5
4
3
2
1 VD (V)
'
0 0,3 0,5 0,7
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3.- Curva caracteristica del diodo

Region de polarizacion inversa

(Vp<0V;I,=-L)
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A1, (mA)
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I . L
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10 directa
9 (V,>0V;I,>0mA)
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3.- Curva caracteristica del diodo

Region de polarizacion inversa

(Vp<0V;I,=-L)

A 1, (mA)
14
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[S—
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Region de polarizacion
directa
(V,>0V;I,>0mA)
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Vi (V)
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3.- Curva caracteristica del diodo

FIG. 4 - TYPICAL REVERSE CHARACTERISTICS

Limites

A I, (mA)

<

>V, (V)

INSTANTANEOUS REVERSE CURRENT, MICROAMPERES

1,000

100

10

0.1

T=1

ooC

T=25°C

——

0.01
0 20 40 60 80 100

PERCENTAGE OF PEAK REVERSE VOLTAGE, %

Maximum Ratings & Thermal Characteristics ratings at 25:c ambient temperature unless otherwise specified
1N N 1N 1N N 1N N
SYMBOLS | 4001 4002 4003 | 4004 4005 | 4006 | 4007 | uNITS

*Maximum repetitive peak reverse voltage VRRM 50 100 200 400 600 | 800 (1000 \
“Maximum RMS voltage VRMS 35 70 140 280 420 | 560 | 700 \
“Maximum DC blocking voltage Vbc 50 100 200 400 600 | 800 | 1000 W
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3.- Curva caracteristica del diodo

Limites
A, (mA)
FIG. 3 - TYPICAL INSTANTANEOUS FORWARD
CHARACTERISTICS
e 2U E—
1 " —
x — T)=25°C —
O yd PULSE WIDTH=300us —
o 1% DUTY CYCLE =~
o /
% w1 £
L Vi
% v 7
7
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Z 0.1 F
F
z =
e /
(%
=
0.01
06 08 10 12 14 16 18 0 0,3 0,7
INSTANTANEOUS FORWARD VOLTAGE,
VOLTS
*Maximum average forward rectified current I 10 A
0.375" (9.5mm) lead length at TA=75°C FIAV) '
“Peak forward surge current
8.3 ms single half sine-wave superimposed on IFsm 30 A
rated load (JEDEC Method) Ta=75°C
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3.- Curva caracteristica del diodo

. ¢ I, (mA)
Ecuacion de Shockley ,
19
'V 18
ID:I{exp VYo 4 y
n-K-T ;
I 14
D 13
> 12
_ p n | 11
10
Anodo | Catodo .
8 Region de polarizacion
| 7 directa
< 6 (Vo> 0V;1,>0mA)
V 5
D 4
3
|, = Corriente que atraviesa el diodo 2
s .« 7 . Is 1
V = Caida de tension en el diodo LIyl ] ol @ -V (V)
q = Carga del electron=1,6 E-19 C t 02— No polarizacien
Region de polarizacion inversa 0.3 pA (V,=0V;I,=0mA)
K = Cte. de Boltzman = 8,62 E-5 eV/K (Vo <0 Vi1, =1

T = Temperatura en Kelvin

N =2 valores bajos de tension

(Ge) n=1entodalacurva (Si) n =1 zona de ascenso rapido
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4.- Resolucion de circuitos con diodos (l)

La resolucion grafica es sencilla, pero el calculo matematico requiere de métodos
de analisis numéricos.
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5.- Modelos del diodo

Para simplificar los calculos recurrimos a modelos que, basicamente, consisten en
linealizar por tramos la curva del diodo.

>

I, (mA)

——r’—'—?j Vy VD (V‘;
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5.- Modelos del diodo

12 Aproximacion I, (mA)} |
Diodo en inversa (Vp <0) Diodo en conduccion (Vo =2Vy)
A A A
& R, I m=1/R; A R,
C C <> gy
Y
C
lc
/ _ V >
m=1/R, Y Vi (V)
Diodo en corte (0<Vp <Vy)
V=R -l SiV, <0 A A
1, =0 SI0<V, <V, s
Vo=V, +R; -, SiV,>V, . IC
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5.- Modelos del diodo

22 Aproximacion I, (mA) |
Diodo en corte (Vp <Vy) Diodo en conduccion (Vp=2Vy)
A
A IA | m=1/R; A R
<> I >
I Vy
C C C
lc
R, =0 )
@ Vi (V)
I, = SIV, <V,
Vo=V, +R-l, SIV, 2V,
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5.- Modelos del diodo

3

Diodo en conduccion (Vp=2Vy)

32 Aproximacion I, (mA)
Diodo en corte (Vp <Vy)
A I A
«—>
¢l
R, =
I, =0 SIV, <V,
Vi =V, Si V, 2V,
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5.- Modelos del diodo

Diodo Ideal I, (mA)]
Diodo en corte (Vp <0)
A I A A A
«> R;=0 «>
C I C C C
R, =0 .
4 Vy=0 Vp (V)

,=0  SiV, <0
Vo=0  SiV,>0
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6.- Resolucion de circuitos con diodos ()

Pasos a seguir en la resolucion de circuitos con diodos

1.- Suponer un estado del diodo

2.- Sustituir el diodo por su modelo y resolver el circuito
(Cdlculo de tensiones y corrientes)

3.- Comprobar que condicion debe de cumplir la entrada
para que el diodo esté en el estado supuesto
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7.- Circuitos rectificadores

Los circuitos rectificadores son la base de las fuentes de alimentacion electronicas,
con las que podemos obtener tensiones continuas a partir de la tensién alterna

que nos proporciona la red.

Rectificado de media onda

Mg ik
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Rectificado de media onda

V.4
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7.- Circuitos rectificadores

Rectificado de onda completa. Circuito con dos diodos

V. Vg A
VSM D1
4 Nl A Nz H
A
Vi=Varl2 . )
Vred VS > !
>t 1 —l‘ R,
0 T/2 T V.
Pl
D2
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7.- Circuitos rectificadores

Rectificado de onda completa. Circuito con dos diodos

D1 ON, D2 OFF

AL cl Vot
4 N, 4 | N,
NP v
v, v, M
Vred V. R AN > Vo = Vi
¢ = R
Vi
. . >t
- 5 0 T/2
D1 OFF, D2 ON
Al Cl v, 4
h N, 4 | N, .
‘ Vo = -Vi
v, v, VM
Vred Vv R N -
F LR
vl
. - O > t
A2 2 T/2 T
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7.- Circuitos rectificadores

Rectificado de onda com&leta. Circuito con dos diodos
V.

i
Vy,
V. 1
0
VO = _Vl VO — Vl
| Vi
V, a
Vy
.t
0 |
T |
D T >
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7.- Circuitos rectificadores

Rectificado de onda completa. Circuito con dos diodos

LY LN > Vp1=Vj- Vo
A VDl
vi VO = - o ==
Vied v, ol Vp2 = Vi~ VYo
TR
v,
V2
o i
D2
A
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7.- Circuitos rectificadores

Rectificado de onda completa. Circuito con puente de diodos

+ Vu
D1 D2

RL $ v,
>
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7.- Circuitos rectificadores

Rectificado de onda completa. Circuito con puente de diodos

D1y D3 ON, D2 y D4 OFF

vV, A
I Vo = Vi
VM
A c N VO
Vred [ ; -
-
0 T/2 t
\ ( J
o
D1y D3 OFF, D2 y D4 ON N
Vi
+ A
Cl C2
Al " V,, Vo = -Vi
A ° Nl Nz Ca C3 RL é Vo
A3
A4
Vred ]V1 -
>t
0 T/2 T
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7.- Circuitos rectificadores

Rectificado de onda com/ileta. Circuito con puente de diodos
V.

1
Vu
t
VOA 0 >
V() = _Vl Vo = V]
>V,
V, A
Vu
t
0 | >
T I
D T >
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7.- Circuitos rectificadores

Rectificado de onda completa. Circuito con puente de diodos

30 Tema 1.- E/ Diodo



8.- Filtrado

En un primer analisis
suponemos R = o

VD
‘—
0 pi
+
Vi C/| 1|V,
° T
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8.- Filtrado

Ponemos una resistencia en paralelo con el condensador

VD
‘—
Oo—e ht Vcond‘
Ao
- Vinicial
Vi Cx+= R |v,
° T
A partir de T/4 el diodo
se poneen OFFyel C
se descarga a traves de R 0

A

N/ N/
VoV
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8.- Filtrado

Vo Rectificado de media onda

© < Tensiones
VI R }f

/ o

VAN

D ON D ON
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8.- Filtrado

Rectificado de media onda
Corrientes

D ON D ON
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8.- Filtrado

Rectificado de onda completa

Z
Z

C > .
T R2 IV‘, Tensiones

Vred [ \4

25 on B2 on oL o1 2 o1
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8.- Filtrado

Rectificado de onda completa

: Corrientes
D2
\\ \\ © \\ \

D1 ON D2 ON D1 ON D2 ON
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8.- Filtrado

A mas capacidad del condensador:

Menor sera el rizado

‘ Mayor la corriente por el diodo

Hay que llegar a un compromiso...

v<2%

¥ = Factor de ondulacion

V
%) = ——.100
(%) v

dc
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8.- Filtrado

¢Qué condensador ponemos?

D. ON > Carga del condensador D. OFF = Descarga del condensador

Q )
D QL
O & = .
QL
Qc
o _1_ 5 -1-
Q.=C-AV Q =i dt=1_-T
- T Q =1, Tl
— T
QC - QL Para onda completa Q, = l E
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9.- Diodos LED y diodos Zener

LED = Light Emitter Diode

W

I|III
I

4

€
HALIWZ
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O.- Diodos LED y diodos Zener

r

o v

T
"Zl éRr IV
Z
VI"
AY
V,=V +R, I,
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